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10.5.4 - TRANZISTOR S EFEKTEM POLE - FET

Patrani po krystalovém zesilovaci neni tak nedavné, jak by se na prvni pohled mohlo zdat, nebot’ saha az do roku
1920.

Zajimavé je, ze pii prvnich experimentech v tomto smyslu byl jeho princip fungovani uvazovan v konceptu
uc€inek pole, protoze je podobny pusobeni Fidici mfizky na tok elektronii v termionickém ventilu, tedy
krystalovém zafizeni Fizeném napétim misto proudu.

Némecky fyzik plsobici v USA Julius E. Lilienfeld se v poloviné 20. let na zakladé svych prakopnickych pokusu
pokusil ziskat patent na krystalovy zesilova¢, jehoz konstrukénim materialem byl sulfid médi.
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fungujici na principu pole efektu.

Jeho konstrukce spocivala v pouziti Fidici
elektrody k regulaci toku proudu tenkou
polovodi¢ovou vrstvou, vyrobenou z riiznych typu
konstrukénich materialli, jako je oxid médnaty,
oxid vanadi¢ny, telur a jéd. Ve skutec¢nosti bylo
zafizeni  vynalezené Heilem predchidcem
izolovaného hradlového tranzistoru s efektem
pole, protoze fidici elektroda byla izolovana od
substratu.

Na konci tricatych let dvacatého stoleti
experimenty zalozené na principu fotoelektfiny
RW Pohla, mladého némeckého fyzika, daly
vzniknout pomalu plsobici polovodi¢ové triodé
sestavajici z kovového dratu fungujiciho jako
mrizka nebo brana pro fizeni toku elektron( skrz
zahraty krystal bromidu draselného.

Vzhledem k tomu, ze jde o laboratorni studii,
doslo pouze k teoretickému prokazani moznosti
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m pevné fazi pomoci pole.
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Reprodukee patentu &islo 1 745 175 udéleného americkym patentovym tok proudu substratem, protoze by byly
uradem fyzikovi JELilienfeldovi v lednu 1930 na metodu a primitivni zafizeni pfitahova’ny k povrchu substratu.

pro Fizeni elektrickych proudii v pevné fazi, které pozdéji vynalezly Bell Navzdory tomu, Zze jeho cinnost byla pomérné

Laboratories pod nizvem tranzistor. jednoducha, protoze do té doby byl mechanismus

tvorby vrstev na povrchu krystalu neznamy -
pozdéji to vysvétlil Bardeen prostiednictvim své teorie povrchovych stava - vyvoj tranzistoru s efektem pole se
znacné opozdil. Je ironii, Zze k tomu doslo mnohem pozdéji, po objeveni se polovodice vétsi slozitosti, jako je
bipolarni tranzistor.
Koncem 50. let dosahla komercéni vyroba polovodi€li znaéného objemu. Timto zpisobem, aby bylo mozné ziskat
stale dokonalejSi zafizeni, s vysokym vykonem a nizSimi vyrobnimi naklady, vyzkumnici opét zamérili své usili na
tranzistor s efektem pole, zejména kvuli jeho jednoduché konstrukci a nizké spotrebé.
Stanislas Teszner, polsky védec, pracujici pro francouzskou pobocku spolecnosti General Electric, vyviji v roce
1958 prvni tranzistor s efektem pole, vyrobeny z germaniové slitiny, bez izolovaného hradla, pro komeréni provoz
na vysokych frekvencich v rozsahu MHz. TECNICTRON.

V USA byl prvni polni tranzistor vyroben v roce 1960
spole€¢nosti Teledyne. O par let pozdéji, v roce 1967, se
objevuje zajimavy linearni polovodi¢ovy systém vyuzivajici
tento typ tranzistoru, komeréné znamy jako FETRON.

FETRON se ve skuteé¢nosti skladal ze sady tranzistoru
pracujicich v topologii kaskadového obvodu. Pavodné byl
vyvinut jako nahrada obrovského mnozstvi termoelektrickych
trubic, typu tetroda a pentoda, pouzivanych v americkém
telefonnim systému kvali jejich nékolika provoznim
nevyhodam ve srovnani s tranzistorem, jak bylo drive vidét.
Jak muizete vidét, prvni tranzistory tohoto typu

mély v oblasti vycerpani predpéti PN prechod pro fizeni
efektivniho prifezu - a tedy vodivosti - polovodi¢ového
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substratu.

Ve vyzkumnych laboratofich americké spole€¢nosti RCA
inzenyii Steve Hofstein a Frederic P. Heiman pomoci tehdy
nové planarni vyrobni technologie vyvinuté Fairchildem
provedli modifikaci konfigurace tranzistort s polem. Ridici struktura spojovaciho typu s obracenym predpétim je
tedy nahrazena kovovou mfizkou nebo hradlem izolovanym od kiemikového substratu pres tenkou vrstvu oxidu
kiemiku .

Myslenka pavodné navrzena Heilem v roce 1935 pro tranzistor s izolovanym hradlovym polem byla nakonec
dosazena, a tak vznikl takzvany polovodicovy MOSFET, zkratka pro: kov-oxid-polovodi¢ovy tranzistor s efektem
pole.

Technologie MOS byla obrovskym pokrokem ve vyrobé polovodié¢u, protoze umoznila vyrobu riiznych souéastek,
jako jsou diody a tranzistory, na extrémné malé ploSe krystalového bloku, a tak dala vzniknout novému a
slibnému oboru mikroelektroniky. .

Vievo "FETRON" vyrobeny "Teledyne'; vpravo HIN nebo
"Hybrid Integrated Network", polovodi¢ovy komponent
podobny "FETRON", ale vyrabény "Western Electric".
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